






Замечания касаются а тореферата в части оформления. На стр.12 в последней строке не 

верна ссылка на рисунок, должна быть ссылка на рис.7б. На стр.13 в главе 5 должна быть 

ссылка на рис.8 (указан 12). Другие мелкие оплошности в тексте не существенны. 

Считаю, что цели и задачи, сформулированные автором в автореферате вьшолнены. 

Считаю, что автор является грамотным специалистом в области физики 

полупроводников, провел большой объем исследований, направленных на создание технологии 

выращивания полупроводниковых слоев твердых растворов lnGaAsP на подложках lnP и 

конструкций фотопреобразователей ближнего ИК-диапазона для приема излучений большой 

мощности. Автор владеет современными методами выращивания и анализа 

полупроводниковых слоев АзВs. Работа заслуживает высокой оценки и представляет большой 

научный и прикладной J{НТерес. 

Считаю, что Маричев Артем Евгеньевич заслуживает ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности: 1.3. 11 - «Физика полупроводников» 

Ведущий научный сотрудник Федерального 
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науки Институт физики полупроводников 
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